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【はじめに】これまで我々は、n型Mg2Si基板に p型不純物の Agを熱拡散させ、pn接合フ

ォトダイオード(PD)を作製し、室温及び低温の分光感度特性を報告してきた[1-3]。中でも表

面入射の PD では表面 Au リング状電極の密着性改善に Ti を用いていたが Mg2Si の電子親

和力[4]を考えると p 型拡散層と電極間にエネルギー障壁を生じる(Fig. 1a)。そこで本研究で

は、p型拡散層と電極間にエネルギー障壁を生じない Niを挟んだ(Fig. 1b)Au/Niリング状電

極 pn接合 PD を作製し、分光感度特性を評価したので報告する。 

【実験方法】Au/Al裏面電極を持つ n型 Mg2Si基板上に p型不純物の Agを 450℃、10分で

熱拡散させ、深さ約 60µmの pn接合を形成した。その後、希釈フッ硝酸を用いてウェット

エッチングを行い、約 30µmのメサ構造を形成した。更に、上部 Au保護マスクを研磨で除

去後、リフトオフプロセスによって p層上部に内径 0.35mmの Au/Niリング状電極を形成し

た。作製した PD は電流電圧(J -V)測定、分光感度測定により評価した。 

【実験結果と考察】Fig.2に作製した PDのゼロバイアス下での分光感度スペクトルを示す。

Au/Ni電極 PD の最大受光感度は、波長 1380nmにおいて 0.095A/W であり、Au/ Ti電極 PD

の 1380nm時の受光感度 0.040A/W と比較すると、約 2.4倍向上した。これは、Fig.1に示し

たように Au/Ni電極では電極間にエネルギー障壁を生じなかったためと考えられる。 
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Fig.2 Spectral photosensitivity of fabricated 

Au/Ni and Au/Ti electrode Mg2Si PDs. 

Fig.1 Energy band diagram of the  

(a) p-Mg2Si/Ti and (b)p-Mg2Si/Ni. 
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